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炭化珪素（SiC）単結晶は、化学量論比による気相及び液相が存在しないため、真空環境で加熱すると表面

















かになった。SiC 表面からの Si 原子の脱離箇所は、1200°C の低温領域ではステップ端から、1400°C 以上では
テラス上からであり、一部の SiC 領域を残して部分炭化された。全面炭化は 1600°C 以上で観察されるものの、
均一な炭化表面は 2000℃以上で得られた。また、1800°C 以上の温度領域では下地の SiC ファセット面｛1-100｝
に沿った炭化層の安定化が観察されたことから、炭化過程
として次の三つの素過程の存在が考えられる。（i）SiC の
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